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Fig. 1 TlInGaAsN/TlInP 量子井戸構造の断面観察．(a)明視野像および電子回折図形，(b)高角度環状暗視野像．
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(a)プローブ・光学系の高度化による新展開

TlInGaAsN/TlInP 量子井戸構造中の自発的ナノスケール相分離
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我々は，族半導体混晶に Tl をドープするこ

とにより温度無依存バンドギャップ半導体の開発を行

っている(1)．その際，周期約 1 nm の相分離領域が自

発的に形成される現象を見いだした(2)．Fig. 1(a)
は，ガスソース分子線エピタキシーにより InP(001)
基板上に420°Cで成長させた TlInGaAsN/TlInP 量子

井戸構造の断面明視野像で，電子線は[110]方向から

入射している．明るい層が TlInGaAsN，暗い層が

TlInP である．前者の層において成長方向に対して垂

直に変調構造が見られ，電子回折図形にはそれに対応

する衛星反射が存在する．一方，これとは90°異なる

[11̃0]方向からの観察では TlInGaAsN 層は均一なコ

ントラストを呈することが確認され，変調構造は

(11̃0)面上に拡がったシート状の形態を有することが

明らかとなった．高角度環状暗視野観察(Fig. 1(b))
およびエネルギー分散型 X 線分光法により，TlIn-
GaAsN 層は In リッチおよび Ga リッチ領域に相分離

しており，本試料において，いわゆる lateral compo-
sition modulation が実現されていることが明らかとな

った．イジング型結晶成長モデル(3)(4)より，結晶成長

表面に形成された同種原子対が成長方向に沿って伸び

たクラスター形成の引き金になっていることが示唆さ

れた．
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